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9.  研究実績の概要 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600 字～800 字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。 

本研究の目的は、生体超分子や有機分子など、自己組織化能力をもつ新しい材料を導入し、新しい半導
体デバイスプロセスを提案することである。従来の無機材料では得られないナノメートルスケールでの均
一性、位置制御性を有効に活用した、新機能デバイスプロセスの提案を行った。 
①自己組織化三次元構造 
これまで、生体超分子の自己組織化能を利用して、2次元高密度配列を実現してきた。最終年度として、

無機材料認識機能を活用して、3 次元構造を作製し、電子デバイスへの応用を検討した。その結果、鉄を
内包するフェリチンタンパクをシリコン酸化膜を介して 3層積層し、鉄ナノドットの 3次元構造を作製し
た。また、3 次元ナノドットをシリコン酸化膜中に埋め込んだキャパシターを作製し、電子の充放電を確
認した。従来の単層膜と比較して、より高いメモリ効果を確認できた。 
②自己組織化ナノ構造の位置制御と抵抗変化型メモリへの応用 
タンパクなどのナノ構造の位置をナノスケールで制御する試みを行ってきた。本年度は、白金（Pt）

を内包するフェリチンを用いて、抵抗変化型メモリへの応用を検討した。本研究では、酸化ニッケルの
中に、生体超分子の Pt ナノドットを埋め込むことで、フィラメントの位置を制御しようとするもので
ある。その結果、酸化ニッケル中に Pt ナノドットを埋め込むことで、抵抗値のばらつきを抑制できる
ことを確認した。また、ナノドットの密度を制御することで、動作電圧を制御できることを確認した。
③自己組織化ナノ材料を用いた半導体薄膜の結晶化 
これまで、我々はニッケルを用いたシリコン薄膜の低温結晶化を試みてきた。本研究では、ナノドット

を位置制御し、粒界の制御されたシリコン薄膜の形成を目指した。その結果、非晶質Ｓｉ膜上に、パター
ニングされたニッケルナノ粒子の配列を確認した。また、熱処理することで、結晶粒の位置制御されたシ
リコン薄膜の形成を確認した。 
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